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１．概要（Summary） 

薄膜をデバイスとして応用する際、薄膜加工のプロセス

において切削面が平坦かどうかでデバイスの特性が左右

されるため、ドライエッチングが望ましい。鉄の薄膜をドラ

イエッチングした事例はあまり無いが、本研究開発ではガ

ス種、圧力、温度等を変化させて、鉄薄膜の反応性イオ

ンエッチングを実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE) 

【実験方法】                      

反応性イオンエッチング条件であるガス種、流量、パワ

ー、圧力、ステージ温度はそれぞれ下記のとおり。 

・塩素ガス： 5 sccm, 500 W, 1 Pa, 80℃ 

・臭化水素ガス： 5 sccm, 500 W, 1 Pa, 80℃ 

・三塩化ホウ素ガス： 15 sccm, 500 W, 0.5 Pa, 80℃ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

上記の条件でエッチングした後の SEM像を Fig. 1に

示す。塩素ガスと臭化水素ガスの場合、SEM 像が暗く観

測されたが、こびりついたレジストおよびエッチング生成

物によるものである。ガス圧、パワー、ステージ温度を変

化させて試行錯誤するも除去することはできなかった。 

一方、三塩化ホウ素ガスの場合、こびりついたレジスト

およびエッチング生成物は観測されなかったが、鉄の膜

厚を測定してみると、エッチング前の 150 nm 厚から 60 

nm厚に薄くなっていることが確認された。すなわち、三塩

化ホウ素ガスの場合、反応性が高過ぎて、こびりついたエ

ッチング生成物を鉄の薄膜ごと削っていることが分かった。 

今後は三塩化ホウ素ガスで条件を最適化する。 

 

 

 

Fig. 1 SEM images of perforated iron films using 

reactive gas of Cl2 (upper), HBr (center), and BCl3 

(bottom). 
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